附件3
奖种：上海市科技进步奖
[bookmark: _GoBack]项目名称：室温近红外焦平面组件关键技术及航天应用
项目简介
本项目属于信息技术领域。面向国家战略需求，通过高性能、高可靠性室温近红外InGaAs焦平面组件核心关键技术的突破，有力支撑并推动了我国先进航天遥感仪器的跨代发展，实现了我国该类新组件的首次航天应用，打破了国外对航天级近红外焦平面组件的禁运和技术封锁。
近红外波段是重要的大气透过窗口，地球上的物质如岩石、矿物、农作物等通过反射在该波段表现出独特的光谱特性，近红外探测可以提供可见光、短中长波红外探测所不能提供的信息，尤其在气溶胶、大气粉尘、雾霾等条件下具有更好的探测能力，可获得更为丰富的地物和大气遥感信息。本项目针对载人航天和对地观测等重大专项先进光电遥感仪器对近红外探测的需求，突破了材料、芯片、电路、组件及航天应用的多项关键技术，研制成功新型室温高性能8002元双波段近红外InGaAs焦平面组件，综合技术达到国际先进水平，有效像元率达到100%，并建立了该组件从基础研究、关键技术预研、型谱通用产品化到航天应用的完整技术体系，成功应用于天宫二号和风云四号。取得的主要科技进步及创新点如下：
[bookmark: _Hlk513205094]1、发明了InGaAs多层材料界面和表面优化新技术，开发了器件级材料均匀性评价及光谱表征新方法，揭示了材料及工艺参数与器件均匀性的关联性，为无盲元、高均匀性焦平面及航天应用提供了重要支撑。
2、创新性地提出了微台面、子像元等新结构，发明了表面特殊处理和低应力薄膜制备等新方法，有效改善了芯片表面态和界面态，将探测器暗电流和量子效率等核心技术指标显著提升到国际先进水平。
3、建立短波红外焦平面组件调制传递函数（MTF）高精度评价方法，指导引入了特殊吸收新结构和微纳尺度光学隔离措施，有效地抑制探测器的串音，组件MTF优于0.6，处于国际领先水平。
[bookmark: _Hlk513395084]4、建立了航天应用近红外InGaAs焦平面组件工艺规范，突破了800元像素精细光谱谱型一致性控制、高可靠性集成TEC的组件封装等技术关键，系统应用获取的遥感数据在国际上处于领先地位。
本项目获授权国家发明专利19项，发表SCI论文28篇，专著1部，主编SPIE文集6卷。国家权威部门检测、用户报告和验收报告等指出，本项目新型室温高性能近红外InGaAs焦平面组件的性能指标达到并部分超过国外同类产品。项目成果推动了该组件向高性能、多功能、系列化发展，其中，2013年11月8002组件产品交付2套，2016年9月随天宫二号宽波段成像光谱仪成功发射，验证了其满足航天可靠性的要求，获取的遥感数据在国际上处于领先地位。2015年11月82组件产品交付，2016年11月随风云四号A星多通道扫描成像辐射计成功发射，首次在我国气象卫星中使用，显著提升了近红外通道观测能力。本项目成果还直接应用于新一代环境卫星、海洋卫星、空间站等航天先进光电遥感仪器，同时作为近红外微型光谱仪和短波红外相机等军民融合技术的核心芯片，已推广应用于国家重大科技基础设施、环境监测、食品检测等，在国民经济和社会发展中发挥了重要作用。
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